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(57)摘要

本发明公开了一种基于MOS管的升压供电和

输入输出电路，在仅有较低压MOS管器件，且其供

电和输入输出接口仅支持较低压的情况下，采用

带隙基准电路和低压差线性稳压电路，将较高供

电压，经数个电阻分压，使MOS管导通或关断，降

低供电电压，采用数组反相电路和交叉互锁反相

电路级联，将较低输出电平，经多次反相，调整各

MOS管的供电电压，升高输出电平，采用二极管组

和TTL输入电路，将较高输入电平，经二极管限

压，降低输入电平，实现了芯片兼容较高电平输

入信号，以及较高电平输出信号，能够使芯片应

用于较高电压的场合。
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1.一种基于MOS管的升压供电和输入输出电路，其特征在于，包括：采用MOS管设计升压

供电电路、升压输出电路和升压输入电路，各MOS管保持在较低压工作：升压供电电路采用

带隙基准电路和低压差线性稳压电路，将较高供电电压，经数个电阻分压，使MOS管导通或

关断，降低供电电压；升压输出电路采用数组反相电路和交叉互锁反相电路级联，将较低输

出电平，经多次反相，调整各MOS管的供电电压，升高输出电平；升压输入电路采用二极管组

和TTL输入电路，将较高输入电平，经二极管限压，降低输入电平；

反相电路采用一个PMOS管和一个NMOS管共栅极、共漏极组成，PMOS管的源极作为P端，

NMOS管的源极作为N端；交叉互锁反相电路，采用一个反相电路的P端连接一个PMOS管的漏

极，作为左端，另一个反相电路连接另一个PMOS管的漏极，作为右端，左端反相电路的共漏

极连接右端PMOS管的栅极，右端反相电路的共漏极连接左端PMOS管的栅极，两个反相电路

的N端连接，作为N端，两个PMOS管的源极连接，作为P端；

MOS管采用2.5V工艺，带隙基准电路和低压差线性稳压电路采用5V电源供电，带隙基准

电路产生参考电压，经低压差线性稳压电路输出3.3V电压，经电阻R6接地，R6

阻值为数十K至数十百K欧姆，升压输出电路采用2.5V转3.3V输出电路和2.5V转5V输出

电路，将电路升压至3.3V或5V工作；

升压供电电路采用带隙基准电路和低压差线性稳压电路连接5V供电焊盘，带隙基准电

路的输出端连接低压差线性稳压电路的输入端，采用NMOS管的源极和PMOS管的栅极连接低

压差线性稳压电路的输出端，NMOS管的漏极和PMOS管的源极连接3.3V供电焊盘，作为电路

的输出端；采用电阻R1、R2、R3依次串联，电阻R1的一端连接5V供电，另一端连接电阻R2的一

端和NMOS管的栅极，电阻R2的另一端连接电阻R3的一端和NMOS管的漏极；电阻R3的另一端

连接电容C的一端，电容C采用数十pF，另一端连接数欧姆的电阻R5的一端，组成滤波电路，

电阻R5的另一端连接PMOS管的漏极；采用电阻R4并联在NMOS管的源极和漏极，令R1/R2＝

R6/R4＝8/25，电阻R3和电容C的连接端、带隙基准电路的接地端、低压差线性稳压电路的接

地端共同接地。

2.根据权利要求1所述的基于MOS管的升压供电和输入输出电路，其特征在于，所述升

压供电电路，包括：若采用5V供电，则悬空3.3V供电焊盘，低压差线性稳压电路输出3.3V电

压至NMOS管的源极和PMOS管的栅极，电阻R1、R2、R3形成分压电路，5V供电经电阻R1降压，输

出4.588V电压至NMOS管的栅极，使NMOS管导通，经电阻R2再次降压，输出至PMOS管的源极，

使PMOS管关断，PMOS管的漏极经滤波电路接地，消除对低压差线性稳压电路的影响，保持两

个MOS管任意两端口的压差低于2.5V；若采用3.3V供电，则将5V供电焊盘接地，带隙基准电

路和低压差线性稳压电路不工作，电阻R1、R2串联，电阻R4、R6串联，再和R3并联，形成分压

电路，3.3V供电经电阻R2和R4降压，输出电压0.8V至NMOS管的栅极，0.8V至NMOS管的源极和

PMOS管的栅极，使NMOS管关断，PMOS管导通，PMOS管的漏极经滤波电路接地，对输出电压片

内滤波，保持两个MOS管任意两端口的压差低于2.5V。

3.根据权利要求1所述的基于MOS管的升压供电和输入输出电路，其特征在于，所述

2.5V转3.3V输出电路，包括：采用一个反相电路的P端连接一个PMOS管的漏极，N端连接一个

NMOS管的漏极，组成3.3V输出电路，PMOS管的源极作为P端，NMOS管的源极作为N端，反相电

路的共漏极作为输出端；采用四个反相电路级联作为输入电路，经交叉互锁反相电路，由

3.3V输出电路输出；第一反相电路的共栅极作为输入端，第二和第四反相电路的共栅极连
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接第一反相电路的共漏极和3.3V输出电路的NMOS管的栅极，第二反相电路的共漏极连接第

三反相电路的共栅极，第三反相电路的共漏极连接交叉互锁反相电路的左端共栅极和3.3V

输出电路的共栅极，第四反相电路的共漏极连接交叉互锁反相电路的右端共栅极，交叉互

锁反相电路的右端共漏极连接3.3V输出电路的PMOS管的栅极。

4.根据权利要求3所述的基于MOS管的升压供电和输入输出电路，其特征在于，所述

2.5V转3.3V输出电路，包括：四个反相电路的P端共用2.5V供电，第一和第二反相电路的N端

共用0V，第三、第四反相电路的N端和交叉互锁反相电路的N端共用0.8V供电，交叉互锁反相

电路的P端和3.3V输出电路的P端共用3.3V供电，3.3V输出电路的N端连接0V；输入0V/2.5V

高低电平信号，各节点产生电压：第一反相电路的共漏极2.5V/0V，第二反相电路的共漏极

0V/2.5V、第三反相电路的共漏极2.5V/0.8V，第四反相电路的共漏极0.8V/2.5V，交叉互锁

反相电路的左端共漏极0.8V/3.3V，右端共漏极3.3V/0.8V，3.3V输出电路的反相电路的N端

0V/0.8V、P端2.5V/3.3V、共漏极0V/3.3V输出，各MOS管任意两端口压差均不大于2.5V。

5.根据权利要求3所述的基于MOS管的升压供电和输入输出电路，其特征在于，所述

2.5V转5V输出电路，包括：采用一个3.3V输出电路的P端连接一个PMOS管的漏极，N端连接一

个NMOS管的漏极，组成5V输出电路，PMOS管的源极作为P端，NMOS管的源极作为N端，反相电

路的共漏极作为输出端；采用四个反相电路级联作为输入电路，经三个交叉互锁反相电路

和一个反相电路级联，由5V输出电路输出；第一反相电路的共栅极作为输入端，第二和第四

反相电路的共栅极连接第一反相电路的共漏极和5V输出电路的NMOS管的栅极，第二反相电

路的共漏极连接第三反相电路的共栅极，第三反相电路的共漏极连接第一交叉互锁反相电

路的左端共栅极，第四反相电路的共漏极连接第一交叉互锁反相电路的右端共栅极，第一

交叉互锁反相电路的左端共漏极连接第二交叉互锁反相电路的左端共栅极，第一交叉互锁

反相电路的右端共漏极连接第二交叉互锁反相电路的右端共栅极，第二交叉互锁反相电路

的左端共漏极连接第三交叉互锁反相电路的左端共栅极，第二交叉互锁反相电路的右端共

漏极连接第三交叉互锁反相电路的右端共栅极，第三交叉互锁反相电路的左端共漏极连接

第五反相电路的共栅极，第五反相电路的共漏极连接5V输出电路的PMOS管的栅极。

6.根据权利要求5所述的基于MOS管的升压供电和输入输出电路，其特征在于，所述

2.5V转5V输出电路，包括：四个反相电路的P端共用2.5V供电，第一和第二反相电路的N端共

用0V，第三、第四反相电路的N端和第一交叉互锁反相电路的N端共用0.8V供电，第一和第二

交叉互锁反相电路的P端共用3.3V供电，第二、第三交叉互锁反相电路的N端和第五反相电

路的N端共用2.5V供电，第三交叉互锁反相电路的P端和第五反相电路的P端共用5V供电；5V

输出电路的P端连接5V供电，N端连接0V，5V输出电路中3.3V输出电路的PMOS管的栅极连接

3.3V供电，5V输出电路中3.3V输出电路的NMOS管的栅极连接0.8V供电；输入0V/2.5V高低电

平信号，各节点产生电压包括：第二反相电路的共漏极0V/2 .5V，第三反相电路的共漏极

2.5V/0.8V，第四反相电路的共漏极0.8V/2.5V，第一交叉互锁反相电路的左端共漏极0.8V/

3.3V、右端共漏极3.3V/0.8V，第二交叉互锁反相电路的左端共漏极3.3V/2.5V、右端共漏极

2.5V/3.3V，第三交叉互锁反相电路的左端共漏极2.5V/5V、右端共漏极5V/2.5V，第五反相

电路的共漏极5V/2.5V，5V输出电路的反相电路的P端2.5V/5V、N端0V/2.5V、共漏极输出0V/

5V，5V输出电路的NMOS管的漏极0V/0.8V，5V输出电路的PMOS管的漏极3.3V/5V，各MOS管任

意两端口压差均不大于2.5V。
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7.根据权利要求1所述的基于MOS管的升压供电和输入输出电路，其特征在于，所述升

压输入电路，采用三个二极管组成D1，两个二极管组成D2，D1和D2反向并联，二极管电压

0.7V，TTL输入电路采用2.5V供电，另一端和D1的负极连接0V，输入端和D1的正极连接，经电

阻R7输入2.5V至5V；若输入电平信号未超过2.1V，二极管D1截止，TTL输入电路接收输入电

平信号，若超过2.1V，二极管D1导通，TTL输入电路400的输入电平信号保持在2.1V，实现了

兼容输入2.5V‑5V电平情况下，确保TTL输入电路400正常工作，内部MOS管工作在2.5V以内。
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一种基于MOS管的升压供电和输入输出电路

技术领域

[0001] 本发明属于集成电路设计与制造技术领域，具体涉及一种MOS管电路改造技术。

背景技术

[0002] 随着通讯系统的迅速发展，射频系统对芯片的要求越来越高，绝缘体上硅工艺SOI

在低功耗、速度块、抗干扰、集成度高等方面有着显著的优势，近几年得到了广泛的使用。随

着集成电路SOI制造工艺的不断发展，晶体管的尺寸越来越小，其工作电压也随之越来越

低。然而，系统应用提供的供电电压和要求的控制信号的高电平并不一定随着工艺的进步

而降低。如果外接偏置电路或电平转换电路，会显著增大系统应用的复杂度和面积，提高应

用的成本，不利于系统集成化和小型化。

发明内容

[0003] 本发明为了解决现有技术存在的问题，提出了一种基于MOS管的升压供电和输入

输出电路，为了实现上述目的，本发明采用了以下技术方案。

[0004] 采用MOS管设计升压供电电路、升压输出电路和升压输入电路，各MOS管保持在较

低压工作：升压供电电路采用带隙基准电路和低压差线性稳压电路，将较高供电压，经数个

电阻分压，使MOS管导通或关断，降低供电电压；升压输出电路采用数组反相电路和交叉互

锁反相电路级联，将较低输出电平，经多次反相，调整各MOS管的供电电压，升高输出电平；

升压输入电路采用二极管组和TTL输入电路，将较高输入电平，经二极管限压，降低输入电

平。

[0005] 反相电路采用一个PMOS管和一个NMOS管共栅极、共漏极组成，PMOS管的源极作为P

端，NMOS管的源极作为N端。

[0006] 交叉互锁反相电路采用一个反相电路的P端连接一个PMOS管的漏极，作为左端，另

一个反相电路连接另一个PMOS管的漏极，作为右端，左端反相电路的共漏极连接右端PMOS

管的栅极，右端反相电路的共漏极连接左端PMOS管的栅极，两个反相电路的N端连接，作为N

端，两个PMOS管的源极连接，作为P端。

[0007] 进一步的，采用2.5V  MOS管，将电路升压至3.3V和5V工作。

[0008] 升压供电电路的带隙基准电路和低压差线性稳压电路连接5V供电焊盘，带隙基准

电路的输出端连接低压差线性稳压电路的输入端；采用NMOS管的源极和PMOS管的栅极连接

低压差线性稳压电路的输出端，NMOS管的漏极和PMOS管的源极连接3.3V供电焊盘，作为电

路的输出端；采用电阻R1、R2、R3依次串联，电阻R1的一端连接5V供电，另一端连接R2的一端

和NMOS管的栅极，电阻R2的另一端连接R3的一端和NMOS管的漏极；电阻R3的另一端连接电

容C的一端，电容C的另一端连接电阻R5的一端，组成滤波电路，电阻R5的另一端连接PMOS管

的漏极；采用电阻R4并联在NMOS管的源极和漏极，带隙基准电路的接地端、低压差线性稳压

电路的接地端、电阻R3和电容C的连接端共同接地；R5阻值为数欧姆，C为数十pF，R1/R2＝

R6/R4＝8/25。
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[0009] 进一步的，带隙基准电路和低压差线性稳压电路采用5V电源供电，带隙基准电路

产生参考电压，经低压差线性稳压电路输出3.3V电压，经电阻R6接地，R6阻值为数十K至数

十百K欧姆。

[0010] 采用5V供电，悬空3.3V供电焊盘，低压差线性稳压电路输出3.3V电压至NMOS管的

源极和PMOS管的栅极；电阻R1、R2、R3形成分压电路，5V供电经电阻R1降压，输出4.588V电压

至NMOS管的栅极，使NMOS管导通；经电阻R2再次降压，输出至PMOS管的源极，使PMOS管关断；

PMOS管的漏极经滤波电路接地，消除对低压差线性稳压电路的影响，保持两个MOS管任意两

端口的压差低于2.5V。

[0011] 采用3.3V供电，将5V供电焊盘接地，带隙基准电路和低压差线性稳压电路不工作；

电阻R1、R2串联，电阻R4、R6串联，再和R3并联，形成分压电路；3.3V供电经电阻R2和R4降压，

输出电压0.8V至NMOS管的栅极，0.8V至NMOS管的源极和PMOS管的栅极，使NMOS管关断，PMOS

管导通；PMOS管的漏极经滤波电路接地，对输出电压片内滤波，保持两个MOS管任意两端口

的压差低于2.5V。

[0012] 2 .5V转3.3V输出电路采用四个反相电路级联作为输入电路，经交叉互锁反相电

路，由3.3V输出电路输出。

[0013] 采用一个反相电路的P端连接一个PMOS管的漏极，N端连接一个NMOS管的漏极，组

成3.3V输出电路，PMOS管的源极作为P端，NMOS管的源极作为N端，反相电路的共漏极作为输

出端。

[0014] 采用第一反相电路的共栅极作为输入端，第二和第四反相电路的共栅极连接第一

反相电路的共漏极和3.3V输出电路的NMOS管的栅极，第二反相电路的共漏极连接第三反相

电路的共栅极，第三反相电路的共漏极连接交叉互锁反相电路的左端共栅极和3.3V输出电

路的共栅极，第四反相电路的共漏极连接交叉互锁反相电路的右端共栅极，交叉互锁反相

电路的右端共漏极连接3.3V输出电路的PMOS管的栅极。

[0015] 进一步的，四个反相电路的P端共用2.5V供电，第一和第二反相电路的N端共用0V，

第三、第四反相电路的N端和交叉互锁反相电路的N端共用0.8V供电，交叉互锁反相电路的P

端和3.3V输出电路的P端共用3.3V供电，3.3V输出电路的N端连接0V。

[0016] 向2.5V转3.3V电路输入0V/2.5V高低电平信号，各节点产生电压：第一反相电路的

共漏极2.5V/0V，第二反相电路的共漏极0V/2.5V，第三反相电路的共漏极2.5V/0.8V，第四

反相电路的共漏极0.8V/2 .5V，交叉互锁反相电路的左端共漏极0.8V/3 .3V、右端共漏极

3.3V/0.8V，3.3V输出电路的反相电路的N端0V/0.8V、P端2.5V/3.3V、共漏极0V/3.3V输出，

各MOS管任意两端口压差均不大于2.5V。

[0017] 2.5V转5V输出电路采用四个反相电路级联作为输入电路，经三个交叉互锁反相电

路和一个反相电路级联，由5V输出电路输出。

[0018] 采用一个3.3V输出电路的P端连接一个PMOS管的漏极，N端连接一个NMOS管的漏

极，组成5V输出电路，PMOS管的源极作为P端，NMOS管的源极作为N端，反相电路的共漏极作

为输出端。

[0019] 采用第一反相电路的共栅极作为输入端，第二和第四反相电路的共栅极连接第一

反相电路的共漏极和5V输出电路的NMOS管的栅极，第二反相电路的共漏极连接第三反相电

路的共栅极，第三反相电路的共漏极连接第一交叉互锁反相电路的左端共栅极，第四反相
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电路的共漏极连接第一交叉互锁反相电路的右端共栅极，第一交叉互锁反相电路的左端共

漏极连接第二交叉互锁反相电路的左端共栅极，第一交叉互锁反相电路的右端共漏极连接

第二交叉互锁反相电路的右端共栅极，第二交叉互锁反相电路的左端共漏极连接第三交叉

互锁反相电路的左端共栅极，第二交叉互锁反相电路的右端共漏极连接第三交叉互锁反相

电路的右端共栅极，第三交叉互锁反相电路的左端共漏极连接第五反相电路的共栅极，第

五反相电路的共漏极连接5V输出电路的PMOS管的栅极。

[0020] 进一步的，四个反相电路的P端共用2.5V供电，第一和第二反相电路的N端共用0V，

第三、第四反相电路的N端和第一交叉互锁反相电路的N端共用0.8V供电，第一和第二交叉

互锁反相电路的P端共用3.3V供电，第二、第三交叉互锁反相电路的N端和第五反相电路的N

端共用2.5V供电，第三交叉互锁反相电路的P端和第五反相电路的P端共用5V供电，5V输出

电路的P端连接5V供电、N端连接0V，5V输出电路中3.3V输出电路的PMOS管的栅极连接3.3V

供电，5V输出电路中3.3V输出电路的NMOS管的栅极连接0.8V供电。

[0021] 向2.5V转5V电路输入0V/2.5V高低电平信号，各节点产生电压：第二反相电路的共

漏极0V/2.5V，第三反相电路的共漏极2.5V/0.8V，第四反相电路的共漏极0.8V/2.5V，第一

交叉互锁反相电路的左端共漏极0.8V/3.3V、右端共漏极3.3V/0.8V，第二交叉互锁反相电

路的左端共漏极3.3V/2.5V、右端共漏极2.5V/3.3V，第三交叉互锁反相电路的左端共漏极

2.5V/5V、右端共漏极5V/2.5V，第五反相电路的共漏极5V/2.5V，5V输出电路的反相电路的P

端2.5V/5V、N端0V/2.5V、共漏极输出0V/5V，5V输出电路的NMOS管的漏极0V/0.8V，5V输出电

路的PMOS管的漏极3.3V/5V，各MOS管任意两端口压差均不大于2.5V。

[0022] 采用三个二极管组成D1，两个二极管组成D2，D1和D2反向并联，二极管电压0.7V，

TTL输入电路采用2.5V供电，另一端和D1的负极连接0V，输入端和D1的正极连接，经电阻R7

输入2.5V至5V。

[0023] 若输入电平信号未超过2.1V，二极管D1截止，TTL输入电路接收输入电平信号，若

超过2.1V，二极管D1导通，TTL输入电路400的输入电平信号保持在2.1V，实现了兼容输入

2.5V‑5V电平情况下，确保TTL输入电路400正常工作，内部MOS管工作在2.5V以内。

[0024] 本发明在仅有较低压MOS管器件，且其供电和输入输出接口仅支持较低压的情况

下，通过修改打线方案，调整采用较高电压供电，采用二极管和TTL组成的升压输入电路，以

及反相电路和交叉互锁反相电路组成的升压输出电路，实现了芯片兼容较高电平输入信

号，以及较高电平输出信号，在工艺MOS管的相关工作参数在低压的情况下，使芯片能够应

用于较高电压的场合。

附图说明

[0025] 图1是供电电路原理图，图2是低压差线性稳压电路原理图，图3是5V供电电路原理

图，图4是3.3V供电电路原理图，图5是2.5V转3.3V输出电路原理图，图6是2.5V转5V输出电

路原理图，图7是2.5V‑5V输入电路原理图。

[0026] 附图标记：M1‑NMOS管、M2‑PMOS管、R1‑电阻、R2‑电阻、R3‑电阻、R4‑电阻、R5‑电阻、

R6‑电阻、R7‑电阻、D1‑二极管、D2‑二极管、C‑电容、5V  PAD‑5V供电焊盘、3.3VPAD‑3.3V供电

焊盘、100‑带隙基准电路、101‑低压差线性稳压电路、200‑反相电路、201‑

[0027] 3.3V输出电路、300‑交叉互锁反相电路、301‑5V输出电路、400‑TTL输入电路。
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具体实施方式

[0028] 以下结合附图，以2.5V  MOS管升3.3V和5V设计为例，对本发明的技术方案做具体

的说明。

[0029] 供电电路如图1所示，带隙基准电路100和低压差线性稳压电路101的供电端连接

焊盘5V  PAD，带隙基准电路100的输出端连接低压差线性稳压电路101的输入端，低压差线

性稳压电路101的输出端连接NMOS管M1的源极和PMOS管M2的栅极，NMOS管M1的漏极连接

PMOS管M2的源极和焊盘3.3V  PAD，作为电路的输出端，电阻R1、R2、R3依次串联，电阻R1的一

端连接焊盘5V  PAD，另一端连接电阻R2的一端和NMOS管的栅极，电阻R2的另一端连接电阻

R3的一端和NMOS管的漏极，电阻R3的另一端连接电容C的一端，电容C的另一端连接电阻R5

的一端，电阻R5的另一端连接PMOS管的漏极，电阻R4并联在NMOS管的源极和漏极，电阻R3和

电容C的连接端、带隙基准电路100的接地端、低压差线性稳压电路101的接地端共同接地

[0030] 低压差线性稳压电路101电路如图2所示，输入5V电源，输出3.3V电压，经电阻R6接

地。

[0031] 若采用5V供电，焊盘5V  PAD连接片外5V电源，焊盘3.3V  PAD悬空，各节点电压如图

3所示，带隙基准电路100产生参考电压，经低压差线性稳压电路101，输出3.3V电压至NMOS

管M1的源极和PMOS管M2的栅极，电阻R1、R2、R3串联形成分压电路，焊盘5V  PAD提供5V电压，

经电阻R1降压，输出电压4.588V至NMOS管M1的栅极，使NMOS管M1导通，经电阻R2再次降压，

输出至PMOS管M2的源极，使PMOS管M2关断，PMOS管M2的漏极经滤波电路接地。

[0032] 5V供电电路设计，确保两个MOS管任意两端口的压差低于2.5V，工作在2.5V电压以

内，避免了滤波电路对低压差线性稳压电路101的稳定性产生影响。

[0033] 若采用3.3V供电，焊盘5V  PAD接地，焊盘3.3V  PAD连接片外3.3V电源，各节点电压

如图4所示，带隙基准电路100和低压差线性稳压电路101供电为0，不工作，电阻R1、R2串联，

电阻R4、R6串联，再和R3并联，形成分压电路，焊盘3.3V  PAD提供3.3V电压，经电阻R2降压，

输出电压0.8V至NMOS管M1的栅极，经电阻R4降压，输出电压0.8V至NMOS管M1的源极和PMOS

管M2的栅极，使NMOS管M1关断，使PMOS管M2导通，PMOS管M2的漏极经滤波电路接地。

[0034] 3.3V供电电路设计，确保两个MOS管任意两端口的压差低于2.5V，工作在2.5V电压

以内，对输出电压片内滤波。

[0035] 2.5V转3.3V输出电路如图5所示，采用四个反相电路200级联作为输入电路，经交

叉互锁反相电路300，由3.3V输出电路201输出。

[0036] 采用一个PMOS管和一个NMOS管共栅极、共漏极组成反相电路200，PMOS管的源极作

为P端，NMOS管的源极作为N端。

[0037] 采用一个反相电路200的P端和一个PMOS管的漏极连接，作为左端，另一个反相电

路200和另一个PMOS管做相同连接，作为右端，左端反相电路200的共漏极连接右端PMOS管

的栅极，右端反相电路200的共漏极连接左端PMOS管的栅极，组成交叉互锁反相电路300，两

个反相电路200的N端连接，作为N端，两个PMOS管的源极连接，作为P端。

[0038] 采用一个反相电路200的P端连接一个PMOS管的漏极，N端连接一个NMOS管的漏极，

组成3.3V输出电路201，PMOS管的源极作为P端，NMOS管的源极作为N端，反相电路200的共漏

极作为输出端。

[0039] 四个反相电路200的P端共用2.5V供电，第一和第二反相电路200的N端共用0V，第
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三、第四反相电路200的N端和交叉互锁反相电路300的N端共用0.8V供电，交叉互锁反相电

路300的P端和3.3V输出电路201的P端共用3.3V供电，3.3V输出电路201的N端连接0V。

[0040] 第一反相电路200的共栅极作为输入端，第二和第四反相电路200的共栅极连接第

一反相电路200的共漏极和3.3V输出电路201的NMOS管的栅极，第二反相电路200的共漏极

连接第三反相电路200的共栅极，第三反相电路200的共漏极连接交叉互锁反相电路300的

左端共栅极和3.3V输出电路201的共栅极，第四反相电路200的共漏极连接交叉互锁反相电

路300的右端共栅极，交叉互锁反相电路300的右端共漏极连接3.3V输出电路201的PMOS管

的栅极。

[0041] 向2.5V转3.3V电路输入0V/2.5V高低电平信号，各节点电压如图5所示，第一反相

电路200的共漏极2.5V/0V，第二反相电路200的共漏极0V/2.5V、第三反相电路200的共漏极

2.5V/0 .8V，第四反相电路200的共漏极0.8V/2 .5V，交叉互锁反相电路300的左端共漏极

0.8V/3 .3V、右端共漏极3.3V/0 .8V，3.3V输出电路201的反相电路200的N端0V/0 .8V、P端

2.5V/3.3V、共漏极0V/3.3V。

[0042] 2.5V转3.3V电路设计，当电路输入0V或者2.5V时，输出0V或者3.3V，确保各MOS管

任意两端口压差均不大于2.5V，实现0V/2.5V高低电平信号转0V/3.3V高低电平信号。

[0043] 2.5V转5V输出电路如图6所示，采用四个反相电路200级联作为输入电路，经三个

交叉互锁反相电路300和一个反相电路200级联，由5V输出电路301输出。

[0044] 采用一个3.3V输出电路201的P端连接一个PMOS管的漏极，N端连接一个NMOS管的

漏极，组成5V输出电路301，PMOS管的源极作为P端，NMOS管的源极作为N端，反相电路200的

共漏极作为输出端。

[0045] 四个反相电路200的P端共用2.5V供电，第一和第二反相电路200的N端共用0V，第

三、第四反相电路200的N端和第一交叉互锁反相电路300的N端共用0.8V供电，第一和第二

交叉互锁反相电路300的P端共用3.3V供电，第二、第三交叉互锁反相电路300的N端和第五

反相电路200的N端共用2.5V供电，第三交叉互锁反相电路300的P端和第五反相电路200的P

端共用5V供电，5V输出电路301的P端连接5V供电、N端连接0V，5V输出电路301中3.3V输出电

路的PMOS管的栅极连接3.3V供电，5V输出电路301中3.3V输出电路的NMOS管的栅极连接

0.8V供电。

[0046] 第一反相电路200的共栅极作为输入端，第二和第四反相电路200的共栅极连接第

一反相电路200的共漏极和5V输出电路301的NMOS管的栅极，第二反相电路200的共漏极连

接第三反相电路200的共栅极，第三反相电路200的共漏极连接第一交叉互锁反相电路300

的左端共栅极，第四反相电路200的共漏极连接第一交叉互锁反相电路300的右端共栅极，

第一交叉互锁反相电路300的左端共漏极连接第二交叉互锁反相电路300的左端共栅极，第

一交叉互锁反相电路300的右端共漏极连接第二交叉互锁反相电路300的右端共栅极，第二

交叉互锁反相电路300的左端共漏极连接第三交叉互锁反相电路300的左端共栅极，第二交

叉互锁反相电路300的右端共漏极连接第三交叉互锁反相电路300的右端共栅极，第三交叉

互锁反相电路300的左端共漏极连接第五反相电路200的共栅极，第五反相电路200的共漏

极连接5V输出电路301的PMOS管的栅极。

[0047] 向2.5V转5V电路输入0V/2.5V高低电平信号，各节点电压如图6所示，第二反相电

路200的共漏极0V/2.5V，第三反相电路200的共漏极2.5V/0.8V，第四反相电路200的共漏极
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0.8V/2.5V，第一交叉互锁反相电路300的左端共漏极0.8V/3.3V、右端共漏极3.3V/0.8V，第

二交叉互锁反相电路300的左端共漏极3.3V/2.5V、右端共漏极2.5V/3.3V，第三交叉互锁反

相电路300的左端共漏极2.5V/5V、右端共漏极5V/2 .5V，第五反相电路300的共漏极5V/

2.5V，5V输出电路301的反相电路300的P端2.5V/5V、N端0V/2.5V、共漏极0V/5V，5V输出电路

301的NMOS管的漏极0V/0.8V，5V输出电路301的PMOS管的漏极3.3V/5V。

[0048] 2.5V转5V电路设计，当电路输入0V或者2.5V时，输出0V或者5V，确保各MOS管任意

两端口压差均不大于2.5V，实现0V/2.5V高低电平信号转0V/5V高低电平信号。

[0049] 2.5V‑5V输入电路如图7所示，采用三个二极管组成D1，两个二极管组成D2，D1和D2

反向并联，TTL输入电路400连接2.5V供电，另一端和D1的负极连接0V，输入端和D1的正极连

接，经电阻R7连接输入端。二极管电压0.7V，若输入电平信号未超过2.1V，二极管D1截止，

TTL输入电路400接收输入电平信号，若超过2.1V，二极管D1导通，TTL输入电路400的输入电

平信号保持在2.1V，实现了兼容输入2.5V‑5V电平情况下，确保TTL输入电路400正常工作，

内部MOS管工作在2.5V以内。

[0050] 采用3 .3V和5V供电电路，实现了3 .3V和5V为2 .5V  MOS管供电的方案，使基于

2.5VMOS管设计的电路可以工作在3.3V和5V的供电条件，采用2.5V转3.3V和5V电路，实现了

2.5V  MOS管输出0/3.3V和0/5V电平的方案，使基于2.5V  MOS管设计的电路可以输出0/3.3V

和0/5V的控制信号，采用2.5V转5V输入电路，实现了工作信号保持在2.5V内的方案，使基于

TTL设计的电路可以工作在2.5‑5V的输入电平范围。

[0051] 上述作为本发明的实施例，并不限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内所作

的任何修改、等同替换和改进等，均包含在本发明的保护范围之内。
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